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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison
avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale 1ISO 17560 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 201, Analyse chimique des
surfaces, sous-comité SC 6, Spectrométrie de masse des ionsisecondaires:

L'annexe A de la présente Norme internationale est.donnée uniquement. a titre d'information.
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Introduction

La présente Norme internationale a été préparée pour le profilage en profondeur quantitatif du bore dans le silicium
par spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS).

Pour établir un profil en profondeur quantitatif, il est nécessaire d'étalonner a la fois les échelles de concentration et
de profondeur du profil mesuré. Un mode opératoire pour le dosage du bore dans le silicium est dans I'lSO 14237.
La concentration atomique du bore est donc étalonnée conformément a I''SO 14237.

La présente Norme internationale décrit des modes opératoires normalisés pour le profilage en profondeur du bore

dans le silicium monocristallin, polycristallin ou amorphe par spectrométrie de masse des ions secondaires, ainsi
que pour I'étalonnage de I'échelle de profondeur par profilométrie de surface a stylet ou interférométrie optique.

© 1SO 2002 — Tous droits réservés \'



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IS0 17560:2002
httpsy//standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f8125b96-8eb5-4d28-b218-
4bafb1c1400/is0-17560-2002



NORME INTERNATIONALE ISO 17560:2002(F)

Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des
ions secondaires — Dosage du bore dans le silicium par profilage
d'épaisseur

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de spectrométrie de masse des ions secondaires utilisant
un spectromeétre de masse a secteur magnétique ou quadripolaire pour le profilage en profondeur du bore dans le
silicium et un profilometre de surface a stylet ou un interféromeétre optique pour I'étalonnage de I'échelle de
profondeur. Cette méthode est applicable a des échantillons de silicium monocristallin, polycristallin ou amorphe
dont les concentrations atomiques en bore sont comprises entre 1 x 10'® atomes/cm® et 1 x 10%° atomes/cm?, et &
des profondeurs de cratéres de 50 nm ou plus.

2 Reéférence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs
ou les révisions de cette publicationne s'appliguent’pas. Toutefais, les'parties'prenantes aux accords fondés sur la
présente Norme internationale sont invitées a rechercher .la possibilité d'appliquer I'édition la plus récente du
document normatif indiqué ci-aprés. Pour les références non'datées; la'derniere édition du document normatif en
référence s'applique. Les membres de I''SO et de la CEIl possédent le registre des Normes internationales en
vigueur.

ISO 14237:2000, Analyse chimique des surfaces — Méthode par, spectrométrie de masse des ions secondaires —
Dosage des atomes de bore dans le silicium a I'aide de matériaux dopés uniformément

3 Symboles et termes abrégeés

C; concentration atomique totale du bore au cours du cycle de mesurage %, exprimée en atomes par
centimétre cube (atomes/cm?®)

Cilo concentration atomique de l'isotope de masse 10 du bore au cours du cycle de mesurage ¢, exprimée en
atomes par centimétre cube (atomes/cm?®)

cR concentration atomique de l'isotope de masse 11 du bore au cours du cycle de mesurage ¢, exprimée en
atomes par centimétre cube (atomes/cm?®)

d; profondeur mesurée au cours du cycle de mesurage %, exprimée en micrometres (Lm) ou en nanomeétres
(nm)

dy profondeur de cratére, exprimée en micrometres (um) ou en nanometres (nm)

Iilo intensité ionique de l'isotope de masse 10 du bore au cours du cycle de mesurage ¢

IZ.ll intensité ionique de l'isotope de masse 11 du bore au cours du cycle de mesurage ¢

I3 intensité ioni del ice de silici d led '

i que de la matrice de silicium au cours du cycle de mesurage ¢

Jilo rapport des intensités ioniques de l'isotope de masse 10 du bore sur le silicium au cours du cycle de

mesurage 1
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JZ-11 rapport des intensités ioniques de l'isotope de masse 11 du bore sur le silicium au cours du cycle de
mesurage ¢
Jég rapport des intensités ioniques du fond continu moyen pour l'isotope de masse 10 du bore sur le silicium au

cours du cycle de mesurage %

Jéé rapport des intensités ioniques du fond continu moyen pour l'isotope de masse 11 du bore sur le silicium au
cours du cycle de mesurage %

nombre total de cycles de mesurage

T durée totale de mesurage, exprimée en secondes (S)

t? temps du début de l'acquisition des ions bore au cours du cycle de mesurage 7, exprimé en secondes (s)
AtB durée d'acquisition des ions bore au cours de chaque cycle de mesurage, exprimée en secondes (S)

) facteur de correction de la discrimination de masse

A longueur d'onde de la lumiére de linterférométrie optique, exprimée en micrométres (um) ou en

nanomeétres (nm)
RSF"'% facteur de sensibilité relative d'analyse

SIMS spectrométrie de masse!des ions secondaires

4 Principe

Un faisceau d'ions oxygene ou,césium est:balaye surla surface:de Féchantillon et:pulvérise un cratére a fond plat.
Les ions secondaires bore et silicium émis & partir:dune_aire délimitée a l'intérieur de ce cratére pendant la
pulvérisation sont détectés et analysés en masse. Les intensités de ces ions secondaires sont mesurées en fonction
du temps de pulvérisation. A la fin de l'analyse, la profondeur du cratére est mesurée a l'aide d'un profilomeétre &
stylet ou d'un interférometre optique pour étalonner I'échelle de profondeur.

NOTE L'interférométrie optique est en général applicable a des profondeurs de cratéres comprises entre 0,5 pm et 5 pm.
5 Matériaux de référence

5.1 Matériaux de référence pour la détermination des facteurs de sensibilité relative

Se reporter a l'article 4 de I'SO 14237:2000.

5.2 Matériaux de référence pour I'étalonnage de I'échelle de profondeur

Pour I'étalonnage par profilométrie a stylet, il faut utiliser des matériaux de référence certifiés ou des matériaux de
référence tracables aux matériaux de référence certifiés.

6 Appareillage

6.1 Spectrométre de masse d'ions secondaires

Se reporter a l'article 5 de I''SO 14237:2000.
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6.2 Profilométre de surface a stylet

Utiliser un profilomeétre a stylet dont la sensibilité et les formes de pointes permettent de mesurer les formes de
cratéres.

6.3 Interférométre optique

Utiliser un interférometre optique dont la sensibilité et les fonctions permettent de mesurer les formes de cratéres.

7 Echantillon

L'échantillon doit étre découpé a des dimensions adaptées a l'analyse et dégraissé et lavé, si nécessaire.

NOTE La précision de la mesure de la profondeur du cratére est en grande partie influencée par la rugosité de la surface. Il est
préférable d'utiliser un échantillon avec une surface «polie miroir» si une détermination précise de I'échelle de profondeur est
nécessaire.

8 Modes opératoires

8.1 Réglage du spectrométre de masse d'ions secondaires

8.1.1 En cas d'utilisation d'un faisceaw d'ions oxygene, voir'le/Tableau V. En' cas/d'utilisation d'un faisceau d'ions
césium, voir le Tableau 2. Les autres conditions qui ne sont pas évoquées ici doivent étre établies conformément aux
instructions du fabricant ou a un mode @Qpératoire.interne consigne par ecrit.

Tableau 1 — Conditions de mesurage pour le faisceau d'ions oxygene

Espéce ionique primaire 0,"

Polarité des ions secondaires Positive

Zone balayée par les ions primaires Trois fois supérieure a la dimension linéaire de I'aire analysée dans toutes les
directions

Aire analysée Centrée sur la zone balayée par les ions primaires

Tableau 2 — Conditions de mesurage pour le faisceau d'ions césium

Espéce ionique primaire cs*

Polarité des ions secondaires Négative

Zone balayée par les ions primaires Trois fois supérieure a la dimension linéaire de l'aire analysée dans toutes les
directions

Aire analysée Centrée sur la zone balayée par les ions primaires

8.1.2 Pour le faisceau d'ions primaires, l'intensité du faisceau et la taille de la zone balayée peuvent varier selon
I'échantillon (voir 8.5.2). Néanmoains, lorsque de I'oxygéne gazeux est introduit dans la chambre d'analyse pendant la
pulvérisation par le faisceau d'ions oxygene, la pression de I'oxygéne ainsi que toutes les conditions de pulvérisation
du faisceau d'ions primaires doivent étre identiques pour tous les échantillons mesurés.

8.2 Optimisation des réglages du spectromeétre de masse d'ions secondaires

8.2.1 Régler les paramétres requis pour l'instrument et aligner l'optique ionique conformément aux instructions du
fabricant ou & un mode opératoire interne consigné par écrit.

8.2.2 Assurer la stabilité du courant d'ions primaires et du spectrometre de masse conformément aux instructions
du fabricant ou & un mode opératoire interne consigné par écrit.
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